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硬 X線光電子分光法(HAXPES, HXPES)の物質・材料科学への応用は急速に広範囲に広がりつつ

ある。[1] これは HXPES の大きなバルク敏感性によって表面清浄化処理なしで薄膜試料などを

as-grown での測定が可能となったことによる。最近では試料表面から 10-20 nm の情報を得られる

という HXPES の特徴を利用して従来の光電子分光法では困難であった固体素子の電場印加によ

るオペランド測定が容易に可能となった。また、環境セルの利用によって、固－気界面や固－液

界面における電気化学反応の観測も可能となり、将来様々な系への応用展開が期待される。放射

光 HXPES ビ－ムラインには課題申請の機会は 2 回／年と限られていてかつ、ビ－ムタイム・リソ

－スの慢性的不足のために課題採択率がきわめて低いという問題がある。したがって、リスクの

大きなチャレンジする実験や、短いタ－ンアラウンドタイムを必要とする、あるいは再現性を確

かめる等の実験にはかならず適していない。このような問題点を解決するために単色化 Cr Kα 線

(5.4 keV)を励起源とする実験室 HXPES 装置が開発され、放射光アンジュレ－タ－ビ－ムラインに

おける実験特有の制限や不便さを補い得ることが示された。[2] ここでは放射光ビ－ムラインにお

ける抵抗変化記憶素子における固－固界面電気化学反応、[3-5] 環境セルによる固－液界面電気化

学反応実験[6]とともにCr Kα線HXPES装置によるHXPES用環境セルの開発および電場印加によ

る Si-CMOS の界面状態スペクトロスコピ－実験[7]を紹介し、さらに HXPES オペランド実験の将

来展開について述べる。 
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